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(57) Печь для выращивания искусственных кристаллов и система печи для выращивания искусственных
кристаллов, содержащая печь для выращивания искусственных кристаллов. Печь для выращивания
искусственных кристаллов содержит корпус печи, содержащий верхнюю камеру печи, нижнюю
камеру печи и клапан, предусмотренный между верхней и нижней камерами печи, при этом
клапан выполнен с возможностью разделения верхней камеры печи и нижней камеры печи на
две независимые полости; механизм охлаждения кристалла, предусмотренный в корпусе печи
и снабженный по меньшей мере одним отверстием для вытягивания, предназначенным для
прохождения через него вытянутого кристалла; и аппарат подъема и опускания, предусмотренный
на верхней камере печи, соединенный с механизмом охлаждения кристалла и приводящий
механизм охлаждения кристалла в движение вверх и вниз в верхней камере печи и нижней
камере печи. Механизм охлаждения кристалла поднимают к верхней камере печи над клапаном
посредством аппарата подъема и опускания, так что достигается непрерывное вытягивание
кристаллов или слитков без остановки печи, и при этом по сути не возникает проблемы в
виде невозможности очистки механизма охлаждения; кроме того, если случается утечка в экране
охлаждения, механизм охлаждения может быть заменен без остановки печи, так что не возникает
возможности взрыва корпуса печи, и при этом также улучшается производственная эффективность
печи для выращивания искусственных кристаллов.
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